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(71) 출원인 가부시기가이샤 도시바    니시무로 타이조

일본국 가나가와켄 가와사키시 사이와이쿠 호리가와 쵸오 72닛뽕덴끼 가부시
끼가이샤     가네꼬 히사시

일본국 도오꾜도 미나또구 시바 5쵸메 7방 1고

(72) 발명자 후지사키 도모히로

일본국 가나가와켄 가와사키시 가와사키쿠 에키마에혼쵸오 25-1 도시바 마이
크로 일렉트로닉스 가부시기가이샤 나이

세이 도시카즈

일본국 가나가와켄 가와사키시 사이와이쿠 호리가와 쵸오 580-1 가부시기가
이샤 도시바 반도체시스템 기술센터 내

이나바 다께히또

일본국 도오꾜도 미나또꾸 시바 5쵸메 7방 1고 닛뽕덴끼 가부시끼가이샤 나
이

(74) 대리인 이상섭, 나영환, 박해선, 조영원

심사청구 : 있음

(54) 수지 밀봉형 반도체 장치

요약

아일랜드 영역(6)과 복수의 내부 리드(2B,2C,2D,2E)로 형성되는 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)과, 상기 내부 
리드2B,2C,2D,2E)의 선단은 칩(5)의 평면에 수직하게 보이는 캐비티(9B,9C,9D,9E)내에 위치하며, (b)복수
의 전극을 가지며 상기 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)의 상기 아일랜드 영역(6)상에 장착된 칩(5)과, (c)상기 
칩(5)의 상기 전극을 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)에 연결하는 와이어를 포함하는, 수지 밀봉형 반도체 
장치에 있어서, 상기 캐비티(9B,9C,9D,9E)는 상기 칩(5)의 각 측부와 각을 형성하는 세그먼트를 갖는 둘
레를 가져, 상기 칩(5)의 대각선(D1)에서 코너부에 장착된 전극에 연결될 내부 리드(L1)의 선단이 상기 
칩(5)의 상기 아일랜드 영역(6)에 가장 근접하게 배치되며, 상기 대각선(D1)에 수직한 상기 칩(5)의 상기 
아일랜드 영역(6)에 가장 근접하게 배치되며, 상기 대각선(D1)에 수직한 상기 칩(5)의 대각선(D2)상의 코
너부에 장착된 전극중 하나에 연결될 내부 리드의 선단이 상기 칩(5)의 상기 아일랜드 영역(6)으로부터 
가장 멀게 배치되는 것을 특징으로 하는 수진 밀봉형 반도체 장치를 제공하는 것이다. 본 발명은, 상부 
및 하부금형에 의해 형성된 공간으로 용융수지를 주입하여 반도체 장치를 밀봉하는 단계에서, 용율수지로
부터 가장 큰 힘을 받는 와이어를 짧게하는 것이 가능하다. 따라서, 상기한 단계에서, 인접 와이어 사이
에서 발생하는 단락을 방지하는 것이 가능하며, 이에 의해 고수율 및 고신뢰성을 갖는 수지 밀봉형 반도
체 장치를 제공하는 것이다.

대표도

도6

명세서

[발명의 명칭]

수지 밀봉형 반도체 장치

[도면의 간단한 설명]

제6도는 본 발명의 제1실시예에 따라 제조된, 와이어를 통해 내부 리드에 연결된 칩이 장착된 리드 프레
임을 도시한 평면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음
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(57) 청구의 범위

청구항 1 

아일랜드 영역(6)과 복수의 내부 리드(2B,2C,2D,2E)로 형성되는 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)과, 복수의전극
을 가지며 상기 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)의 상기 아일랜드 영역(6)상에 장착된 칩(5)과, 상기 칩(5)의상
기 전극을 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)에 연결하는 와이어를 포함하며, 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)의
선단은 칩(5)의 평면에 수직하게 보이는 캐비티(9B,9C,9D,9E)를 형성하며, 상기 아일랜드 영역(6)이 상기
캐비티(9B,9C,9D,9E) 내에 위치하는 수지 밀봉형 반도체 장치에 있어서, 상기 캐비며,(9B,9C,9D,9E)는 상
기칩(5)의 각 측부와 각을 형성하는 세그먼트를 갖는 둘레를 가져, 상기 칩(5)의 코너부에 장착된 전극에 
연결될 내부 리드의 선단이 내부리드의 다른 선단보다 상기 칩(5)의 상기 아일랜드 영역(6)에 가장 가깝
게 배치되는 것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 캐비티(9B,9D,9E)는 다각형이며, 이 다각형은 5각형 이상인 것을 특징으로 하는 수
지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 캐비티(9B)는 8각형이며, 이 8각형의 8개의 8개의 정점은 상기 칩(5)의 연장 대각
선(D1)과 상기 칩(5)의 중앙으로부터 상기 칩(5)의 측부 중점까지 연결하는 연장선 상에 위치하는 것을 
특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 캐비티(9B,9D,9E)는 아치형 세그먼트를 가지지 않는 것을 특징으로 하는 수지 밀봉
형 반도체 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 캐비티(9C)는 원형인 것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 6 

아일랜드 영역(6)과 이 아일랜드 영역(6)의 둘레에 배치되는 복수의 내부 리드(2B,2C,2D,2E)로 형성되는 
리드 프레임(1B,1C,1D,1E)과, 복수의 전극을 가지며 상기 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)의 상기 아일랜드 영
역(6)상에 장착된 칩(5)과, 상기 칩(5)의 상기 전극을 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)에 연결하는 와이어를 
포함하는 수지 밀봉형 반도체 장치에 있어서, 상기 칩(5)의 코너부에 위치하는 전극(B)에 연결될 내부 리
드(A)가 상기 아일랜드 영역(6)에 근접하게 배치되어, 상기 전극(B)에 상기 내부 리드(A)를 연결하는 와
이어가 다른 와이어들 보다 더 짧은 길이를 갖는 것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 7 

아일랜드 영역(6)과 복수의 내부 리드(2B,2C,2D,2E)로 형성되는 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)과, 복수의 전
극을 가지며 상기 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)의 상기 아일랜드 영역(6)상에 장착된 칩(5)과, 상기 칩(5)의 
상기 전극을 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)에 연결하는 와이어를 포함하며, 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)
의 선단은 칩(5)의 평면에 수직하게 보이는 캐비티(9B,9C,9D,9E)를 형성하며, 상기 아일랜드 영역(6)이 
상기 캐비티 (9B,9C,9D,9E)내에 위치하는 수지 밀봉형 반도체 장치에 있어서, 상기 캐비티(9B,9C,9D,9E)
는 상기 칩(5)의 각 측부와 각을 형성하는 세그먼트를 갖는 둘레를 가져, 상기 칩(5)의 대각선(D1)에서 
코너부에 장착된 전극에 연결될 내부 리드(L1)의 선단이 상기 칩(5)의 상기 아일랜드 영역(6)에 가장 근
접하게 배치되며, 상기 대각선(D1)에 수직한 상기 칩(5)의 대각선(D2)상의 코너부에 장착된 전극 중 하나
에 연결될 내부 리드의 선단이 상기 칩(5)의 상기 아일랜드 영역(6)으로부터 가장 멀게 배치되는 것을 특
징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 8 

아일랜드 영역(6)과 복수의 내부 리드(2B,2C,2D,2E)로 형성되는 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)과, 복수의 전
극을 가지며 상기 리드 프레임(1B,1C,1D,1E)의 상기 아일랜드 영역(6)상에 장착된 칩(5)과, 상기 칩(5)의 
상기 전극을 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)에 연결하는 와이어를 포함하며, 상기 내부 리드(2B,2C,2D,2E)
의 선단은 칩(5)의 평면에 수직하게 보이는 캐비티(9B,9C,9D,9E)를 형성하며, 상기 아일랜드 영역(6)이 
상기 캐비티 (9B,9C,9D,9E)내에 위치하는 수지 밀봉형 반도체 장치에 있어서, 상기 캐비티(9B,9C,9D,9E)
는 상기 칩(5)의 대각선(D1)상의 코너부에 장착된 전극에 내부 리드(L1)를 연결하는 와이어의 길이가 가
장 짧으며, 상기 대각선(D1)에 수직한 상기 칩(5)의 대각선(D2)상의 코너부에 장착된 전극 중 하나를 연
결하는 와이어의 길이가 가장 길도록 형성되는 것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

청구항 9 

제8항에 있어서, 상부 및 하부 금형(15,16)에 의해 형성되고 상기 칩(5)이 위치하는 공간(22A,22B)으로용
융수지(18)를 도입시키는 게이트(21)에 수직하게 상기 대각선(D1)이 연장하고, 상기 대각선(D2)이 상기게
이트(21)와 동일한 방향으로 연장하도록, 상기 칩(5)을 위치시키는 것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도
체장치.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상기 게이트(21)에 보다 근접하게 위치한 상기 캐비티(9E)의 절반부(H1)와 상기 게이트
(21)로부터 보다 떨어져 위치한 상기 캐비티(9E)의 절반부(H1)가 서로 비대칭인 것을 특징으로 하는 수지 

3-2

1019960069232



밀봉형 반도체 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 내부 리드(L1)로부터 보다 떨어져 위치한 관련 내부 리드에 전극을 연결하는 와이
어의 길이가 보다 길게 되도록, 상기 캐비티(9E)의 다른 절반부(H2)에 위치한 내부 리드(2E)가 설치되는 
것을 특징으로 하는 수지 밀봉형 반도체 장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면6
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